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Invenţia se referă la tehnologia semiconductoarelor, în special la procedeele de obţinere a nanostructurilor 
semiconductoare. 
Este cunoscut procedeul de obţinere a structurilor semiconductoare folosind interferometria şi holografia [1]. 
Dezavantajul acestui procedeu este imposibilitatea de a obţine nanostructuri cu dimensiuni mai mici de o sută de 
nanometri. 
Pentru a obţine nanostructuri cu dimensiuni mai mici de o sută de nanometri este aplicat procedeul cunoscut de 
microscopie de tunelare cu baliaj [2] şi litografia fascicolului de electroni [3]. 
Dezavantajul acestor procedee este costul înalt. 
Problema invenţiei constă în obţinerea nanostructurilor semiconductoare cu dimensiuni sub 100 nm, la un preţ redus. 
Esenţa invenţiei constă în faptul că pe una din feţele unui cristal de semiconductor, prin fotolitografie, se depune o 
mască, se corodează electrochimic şi se înlătură masca. Noutatea invenţiei constă în faptul că după înlăturarea măştii, se 
efectuează suplimentar corodarea electrochimică prin iradierea cu lumina, energia cuantelor cărei este mai mare decât 
valoarea benzii interzise a semiconductorului. 
Rezultatul invenţiei constă în aceea că folosind o metodă ieftină, se obţine o nanostructură semiconductoare, 
dimensiunile longitudinale ale căreia sunt determinate de mască, iar dimensiunile transversale sunt determinate de 
grosimea regiunii de sarcină spaţială a semiconductorului, care poate fi sub 100 nm. 
Exemplu de realizare a invenţiei. 
Pe suprafaţa unui suport de semiizolator GaP cu un strat de n-GaP cu concentraţia electronilor egală cu 1x1018 cm-3 la 
temperatură de cameră, folosind fotolitografia, se depune o mască de fotorezist polimetil metacrilat (PMMA), care 
acoperă selectiv suprafaţa semiconductorului. Se decapează electrochimic într-o soluţie de 0,5 M H2SO4/H2O la 
diferenţa de potenţial de 5 V până la înlăturarea stratului de n-GaP de pe suprafaţa neacoperită de mască. Se înlătură 
masca de PMMA. Ulterior proba se supune decapării electrochimice într-o soluţie 0,5 M H2SO4/H2O la diferenţa de 
potenţial de 5V, cu iluminarea de la o lampă cu Xenon cu puterea 200 W. 
Ca rezultat, pe suprafaţa suportului semiizolator GaP se obţine la temperatura de cameră o structură de fâşii de n-GaP 
cu dimensiuni transversale de 20 nm. 


